ELEC-C3210 Materiaalien ominaisuudet tentti 31.5.2017

Kirjoita nimi, opiskelijanumero, tutkinto-ohjelma, kurssikoodi seki kokeen paivamairi
yhteen vastauskonseptiin sekid nimi ja opiskelijanumero jokaiseen konseptiin.

1. Selitd lyhyesti seuraavat termit: a) wurtsiittihila, b) limmanjohtoyhtils, c)
adiabaattinen prosessi, d) Einsteinin ominaislimpomalli, e) sironta ionisoituneista
epdpuhtauksista ja f) tilatiheys.

2. a) Mitid erilaisia kemiallisia sidoksia kiinteilli materiaaleilla esiintyy Ja mitkd ovat
ndiden sidosten perusominaisuudet (johtavuus, kovuus, jne.)? b) Kerro miten

kidevirheet voidaan jakaa luokkiin virheiden dimensioiden perusteella. Kerro myés
esimerkkivirhe kustakin luokasta.

3. a) Millaisten hiukkasten sijoittumista energiatiloille kuvaa Bose-Einstein —jakauma?
Anna esimerkki hiukkasesta. b) Druden malli. Kerro, miten se kuvaa elektronien

liikettd ja mitd ilmiGitd silli voidaan selittii. c) Mitd Einsteinin relaatiot kertovat
puolijohteista?

4.  Tarkastellaan pintakeskisti kuutiollista hilaa. Sen alkeisvektorit ovat

a=%d(i+j)
1

b==d(j+k).
Sd(i+k)

c=%d(k+i)

a) Laske tdyttosuhde olettamalla, ettd atomit ovat kovia R-siteisii palloja (kaikki
samankokoisia). Laske kuinka suuren suhteellisen osan tilavuudesta pallot varaavat

itselleen, jos kiteessd lihimmit pallot ovat annetun symmetrian puitteissa Kiinni
toisissaan. b) Laske kainteishilan alkeisvektorit.

Laske GaAs-itseispuolijohteen elektroni- ja aukkotiheys n;, kun T = 300 K ja T = 500
K. Energia-aukon limpétilariippuvuus on yleisesti (ns. Varshnin yhtils):
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missid GaAs:lle £, (0 K)=1,519¢V, a =5,405-10" eV/K, f =204 K .GaAs:n

efektiiviset massat ovat m, = 0,067 m, ja m, =0,45m, .
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